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【はじめに】GaN は絶縁破壊電界が大きく、低損失・高耐圧パワーデバイス材料として有望である[1,2]。
スイッチング素子として用いられる場合、安全性および従来の Si デバイスとの互換性の観点からノーマ

リオフ型であることが求められる。現状の GaN 系ノーマリオフ型トランジスタでは閾値電圧が十分高く

ないため、スイッチング動作時における誤動作への懸念から高周波化に限界がある。高い閾値電圧を実

現するためには MOSFET が有望な選択肢となるが、高い界面準位に起因するヒステリシスの発生を抑制

することが課題となっている。今回、選択再成長を用いることによりヒステリシスの小さいノーマリオ

フ型 AlGaN/GaN MOSFET を作製したので報告する。 
【実験内容及び結果】MOSFET のプロセスフローを図１に示す。MOCVD 法によりアンドープの

AlGaN/GaN 構造を成長した後、ゲート形成領域をマスクした状態で再度 MOCVD 法により AlGaN を再成

長することでゲートリセス構造を形成した。マスクを除去した後、ゲート絶縁膜となる Al2O3を ALD 法

で堆積し、オーミック電極及びゲート電極を形成することで MOSFET を作製した。図 2 に作製したデバ

イスの伝達特性を示す。閾値電圧は 1.7V とノーマリオフを実現しており、最大ドレイン電流は 0.6A/mm、

ゲート・ソース間リーク電流は Vgs=9V において 1nA/mm 以下と良好な特性が得られた。またゲート電圧

を 9V 印加した時のヒステリシスは 0.5V と非常に小さい値が得られた。これはドライエッチングを行わ

ずにゲートリセスを形成したことで、MOS 界面での界面準位が低減された結果と考えられる。 
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図１ MOSFET のプロセスフロー 図２ 作製した MOSFET の伝達特性 
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